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Program operacyjny Innowacyjna Gospodarka 

Działanie 2.3. Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki 

d o t a c j e n a i n n o w a c j e 

Tytuł Projektu: R E P o z Y T o R I u M C Y F R o w E I N S T Y T u T O w N A u k o w Y C H 

Biblioteka Instytutu Technologii Materiałów 
Elektronicznych bierze udział w budowie Repozy-
torium Cyfrowego Instytutów Naukowych. Projekt 
realizowany jest w okresie od marca 2010 do marca 
2014 i finansowany ze środków Programu Opera-
cyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa 
2.° Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury 
informatycznej nauki w ramach poddziałania 2.3.2 
Projekty w zakresie rozwoju zasobów informacyj-
nych nauki w postaci cyfrowej. 

Podstawowym celem Projektu jest utworzenie 
ogólnodostępnego w sieci Internet ponadregionalne-
go, multidyscyplinarnego, pełnotekstowego, przeszu-
kiwalnego Repozytorium Cyfrowego złożonego ze 
zdigitalizowanych publikacji naukowych, materiałów 
archiwalnych, dokumentacji badań oraz piśmienni-
czego dziedzictwa kulturowego wyselekcjonowa-
nych ze zbiorów 16 polskich instytutów naukowych 
oraz ich bibliotek tworzących Konsorcjum Repozyto-
rium Cyfrowego Instytutów Naukowych, na którego 
czele stoi Muzeum i Instytut Zoologii PAN. 

Celami szczegółowymi Projektu są: 

• modernizacja infrastruktury naukowo-badaw-
czej i informatycznej szesnastu jednych z najlepszych 
polskich jednostek naukowych reprezentujących 
zarówno nauki ścisłe, przyrodnicze, medyczne, jak 
i humanistyczne; 

• zwiększenie cyfrowych zasobów Internetu 
o wartościowe polskie treści publikacji naukowych 

wydawanych przez członków Konsorcjum (mono-
grafii naukowych, czasopism, wydawnictw seryjnych, 
map i atlasów) i jednoczesne upowszechnianie wy-
ników badań własnych Instytutów, co przełożyć się 
powinno na wzrost ich cytowalności; 

• zabezpieczenie dla przyszłych pokoleń bie-
żącego dorobku naukowego Instytutów Konsorcjum 
poprzez zbudowanie archiwum cyfrowego Instytutów 
Konsorcjum (archiwizacja plików matek); 

• umożliwienie ogółowi dostępu do pozycji 
udostępnianych obecnie tylko wyjątkowo nielicznej 
grupie badaczy (starodruki, książki i mapy, rękopisy, 
czasopisma, zdjęcia, kartoteki i pozycje zachowane 
tylko w jednym egzemplarzu w Polsce, a nawet na 
świecie, itp.) i zabezpieczenie ich dla przyszłości, po-
przez cyfrową archiwizację tych wyselekcjonowanych 
pozycji. Wiele z tych historycznych zbiorów aktualnie 
służy badaniom naukowym, np. mapy historyczne są 
pomocne w badaniach nad zmianami globalnymi; 

• zwiększenie dostępności do pozostałych wy-
selekcjonowanych unikalnych materiałów współcze-
snych i historycznych, gromadzonych w Instytutach 
Konsorcjum m.in. w postaci rękopisów prac doktor-
skich, specjalistycznych kartotek czy dokumentacji 
badań; 

• promocja polskiej nauki, historii, kultury 
i walorów środowiska przyrodniczego w świecie 
poprzez obecność zasobów Repozytorium Kon-
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Projekt - Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych 

sorcjum w bibliotece cyfrowej Unii Europejskiej 
Europeana oraz zwiększenie dostępności tych zaso-
bów dzięki dodaniu bezpośrednich do nich linków 
w katalogach on-line Bibliotek Instytutów Kon-
sorcjum oraz katalogach ogólnopolskich NUKAT 
i Karo, a pośrednio także w światowym katalogu 

WorldCat; 

• wsparcie edukacji, w tym edukacji na odle-
głość i wyrównywanie szans młodzieży pochodzącej 
spoza ośrodków wielkomiejskich poprzez wzboga-
cenie treści cyfrowych Internetu o zasoby cyfrowe 
dotychczas niedostępne chociażby z powodu praw 
autorskich, a służące m.in. dydaktyce na różnych 
poziomach nauczania; 

• podnoszenie umiejętności użytkowników 
bibliotek naukowych Konsorcjum w zakresie wy-
szukiwania literatury naukowej w wartościowych 
zasobach Internetu w ramach spotkań informacyjnych 
promujących Projekt. 

W ramach Projektu planowana jest cyfryzacja 
ponad 25 tysięcy pozycji ze zbiorów Bibliotek 
i Instytutów Konsorcjum. Realizacja Projektu bę-

dzie początkiem pracy czekającej Instytuty, które 
będą chciały pokazać swój dorobek naukowy (część 
z Instytutów tworzących Konsorcjum posiada bi-
blioteki zaliczone do Narodowego Zasobu Biblio-
tecznego). Zakres tematyczny bazy rozciąga się na 
dziedziny od humanistycznych do ścisłych. 

Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych 
będzie ogólnodostępną platformą dostępu do cyfro-
wych zbiorów zarówno dla środowiska naukowców, 
pracowników gospodarki, pracowników informacji 
naukowej, ale też uczniów, studentów i całego spo-
łeczeństwa. 

Zdigitalizowane zbiory będą udostępnione 
w Internecie na platformie Repozytorium utworzone-
go za pomocą systemu dLibra, który jest standardem 
obecnie używanym w Polsce. 

W ramach realizacji projektu Instytut Technolo-
gii Materiałów Elektronicznych zamierza dokonać 
digitalizacji i udostępnienia w Internecie ponad 
13 tysięcy stron publikacji z zakresu wydawanych 
przez Instytut czasopism: „Materiały Elektroniczne" 
i „Prace ITME" oraz prac doktorskich pracowników. 

Opracowała mgr Anna Waga 

w projekcie RCIN uczestniczą: 

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii 
Nauk 
Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk 
Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego 
Nenckiego Polskiej Akademii Nauk 

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk 
Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk 
Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii 
Nauk 

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii 
Nauk 
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospoda-
rowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej 
Akademii Nauk 

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej 
Akademii Nauk 

Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk 
Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk 
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej 
im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii 
Nauk 
Instytut Podstawowych Problemów Techniki Pol-
skiej Akademii Nauk 
Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk 
Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych 
Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii 
Nauk 
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Wskazówki dla autorów 

Redakcja wydawnictwa Materiały Elektroniczne prosi autorów o nadsyłanie zamówionych artykułów pocztą elek-
troniczną, pod adres o i n t e @ i t m e . e ( l u . p l lub na nośniku nnagnetycznym, według następujących specyfikacji: 

1 . T e l ( s t 

a) Treść artykułu powinna być dostarczona w plikach o rozszerzeniu obsługiwanym przez program Word (najlepiej DOC 
i DOCX). Tekst powinien być pisany w sposób ciągły, podzielony na kolejno ponumerowane, zawierające tytuły, 
rozdziały. Oznaczenia zmiennych należy pisać czcionką pochyłą (kursywą). W tekście powinny być zaznaczone 
miejsca, w których mają znajdować się materiały ilustracyjne, jednak same grafiki powinny być umieszczone poza 
nim w oddzielnych plikach (patrz punkt 4). 

b) Podpisy do rysunków w języku polskim i angielskim, również winny być zapisane w oddzielnym pliku. 
c) Na pierwszej stronie artykułu powinny znajdować się następujące elementy: imię i nazwisko autora, tytuł naukowy 

nazwa miejsca pracy, adres pocztowy, e-mail, tytuł artykułu zarówno w języku polskim jak i angielskim. 

2. Streszczenie 

a) Do artykułu należy dołączyć streszczenie w języku polskim i angielskim. Każde z nich nie powinno przekraczać 
200 słów. 

b) Należy także dodać słowa kluczowe zarówno w języku polskim jak i angielskim. 

3. Bibliografia 

a) Pozycje bibliograficzne należy podawać w nawiasach kwadratowych w kolejności ich występowania. 
b) Sposoby sporządzania opisów bibliograficznych: 
• Opis bibliograficzny całej książki: 

Autor: Tytuł. Numer wydania. Miejsce wydania: Nazwa wydawcy, Rok wydania, ISBN. 

• Opis bibliograficzny pracy zbiorowej pod redakcją: 
Tytut. Pod red. (nazwiska redaktorów): Numer wydania. Miejsce wydania: Nazwa wydawcy. Rok wydania, ISBN. 

• Opis bibliograficzny fragmentu (rozdziału) książki, (gdy cała książka jest tego samego autorstwa): 
Autor: Tytut książki. Numer wydania. Miejsce wydania: Nazwa wydawcy, Rok wydania, ISBN. Tytut fragmentu. Strony rozdziatu. 

• Opis bibliograficzny fragmentu (rozdziału) książki z pracy zbiorowej: 
Autor: Tytut fragmentu. W: Tytut książki. Miejsce wydania: Nazwa wydawcy. Rok wydania, ISBN. 

• Opis bibliograficzny artykułu z czasopisma: 
Autor: Tytut artykutu . „Tytut czasopisma" Rok, Wolumin, Numer, Strony 

• Opis artykułu w czasopiśmie internetowym: 
Autor: Tytut artykutu [on line], Rok, Wolumin, Numer [dostęp - data] Strony Adres w Internecie. ISSN. 

• Strona WWW: 
Autor: Tytut [on line]. Miejsce wydania: Instytucja sprawcza [dostęp - data], Adres w internecie. 

4. Elementy graficzne 

a) Każdy materiał ilustracyjny powinien być zapisany w oddzielnym pliku (PCX, TIF, BMR WFM, WPG, JPG) o rozdziel-
czości nie mniejszej niż 150 dpi. 

b) W przypadku materiałów ilustracyjnych niebędących oryginalnym dorobkiem autora/ów należy zacytować ich 
źródło, umieszczając je w bibliografii. 

5. W z o r y 

a) Wzory należy numerować kolejno cyframi arabskimi 
b) Zmienne należy oznaczyć czcionką pochyłą. 
c) W przypadku wzorów niebędących oryginalnym dorobkiem autora/ów należy zacytować ich źródło, umieszczając 

je w bibliografii. 

6. Autora obowiązuje wykonanie korekty autorskiej. 
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I n s t y t u t T e c h n o l o g i i M a t e r i a ł ó w E l e k t r o n i c z n y c h jest w i o d q c y n i p o l s k i m o ś r o d k i e m p r o w a d z q -
c y m b a d a n i a n a u k o w e o r a z p r a c e b a d a w a o - r o z w o j o w e w z a k r e s i e f i z y k i ciała stcrtego, p r o -
j e k t o w a n i a i t e c h n o l o g i i n o w o c z e s n y c h m a t e r i a ł ó w , s t r u k t u r i p o d z e s p o ł ó w d l a m i k r o - i n a n o -
e l e k t r o n i k i , f o t o n i k i i i n ż y n i e r i i . 
Badania te dotyczq następujących grup materiałów i ich zastosowań w postaci podzespołów: 
• m a t e r i a ł y n o w e j g e n e r a c j i : grafen, metamateriały, materiały samoorganizujące się i gradientowe, nanokrysz-

tały tlenkowe w różnych matrycach (szkło, tworzywa sztuane); 
• m a t e r i a ł y p ó ł p r z e w o d n i k o w e i ich z a s t o s o w a n i a : 

- m o n o k r y s z t a ł y hodowane metodą Czochralskiego Si, GaAs, GaP GaSb, InAs, InSb, InP i transportu z fazy 
gazowej SiC, o średnicach do 10 cm; 

- w a r s t w y e p i t a k s j a l n e półprzewodnikowe uzyskiwane za pomocą metod CVO i MOCVO z Si, SiC, GaN, AIN, 
InN, GaAs, GaP GaSb, \nP, InSb, oraz opartych o nie związków potrójnych i poczwórnych; 

- p o d z e s p o ł y dla elektroniki i fotoniki: diody Schottky'ego, tranzystory F E T i H E M T , lasery, fotodetektory IR i U V ; 

• m a t e r i a ł y t l e n k o w e i ich z a s t o s o w a n i a : 
- m o n o k r y s z t a ł y , YAG domieszkowany: (Nd, Yb, Er, Pr, Ho, Tm, Cr), YVO: (Nd, Tm, Ho, Er, Pr) i podwójnie 

domieszkowany: ( H o + Y b , E r + Y b ) , G d V O : (Er, Tm); LuVO^: (Er, Tm); GdCoB: (Nd, Yb) dla zastosowań lasero-
wych; kwarc, LiNbOg, LiTa03, Sr Bo. w Nb.O^ dla zastosowań elektrooptycznych i piezoelektrycznych; C o L BaF^, 
jako materiały przezroczyste; ta^bau(B0)3 jako materiał nieliniowy oraz NdGa03. SrLoGoO^, SrLaAlO^, jako 
materiały podłożowe dla osadzania warstw nadprzewodników wysokotemperaturowych; 

- s z k ł a o zadanych charakterystykach spektralnych i szkło aktywne; 
- c e r a m i k i (AI^Oj, Y^Oj, ZrO^, SigN J , ceramiki przezroayste i aktywne; 
- w a r s t w y e p i t a k s j a l n e YAG: Nd, Cr dla zastosowań laserowych; 
- ś w i a t ł o w o d y specjalne, fotoniczne, aktywne i obrozowody; 
- p o d z e s p o ł y d l a e l e l d r o n i k i i f o t o n i k i : filtry i rezonatory z akustyczną folą powierzchniową; soczewki 

dyfrakcyjne, maski chromowe do fotolitografii; 
• i n n e m a t e r i a ł y d l a e l e k t r o n i k i : 

- k o m p o z y t y metolowo-ceromiczne, kompozyty metalowe; 
- z ł q a a zaawansowanych materiałów ceramicznych (Si3N ,̂ AIN), kompozytów ceromiczno-metolowych i ceramik 

z metalami; 
- m e t a l e c z y s t e (Go, In, Al, Cu, Zn, Ag, Sb); 
- p a s t y do układów hybrydowych; 
- m a t e r i a ł y dla jonowych ogniw litowych, ogniw paliwowych i kondensatorów. 

Instytut prowadzi również badania i wykonuje usługi w zakresie: 
• innych t e c h n o l o g i i H i - T E C H : fotolitografia, elektronolitogrofio, osadzanie cienkich warstw, trawienie, obróbka 

termiano; 
• c h a r a k t e r y z a c j i m a t e r i a ł ó w : spektrometria mas i Móssbouero, elektronowy rezonans paramagnetyczny 

(EPR), rozpraszanie wsteane Ruthefordo (RBS), absorpcjo atomowo, wysokorozdzielcza dyfrakcjo rentgenowska, 
spektroskopia optyczna i w podczerwieni (FTIR), pomiary widm promieniowania, fotoluminescencjo, mikroskopia 
optyczna i skaningowa mikroskopia elektronowa i sił atomowych (AFM); spektroskopia głębokich poziomów: 
pojemnościowa (DLTS) i fotoprądowo (PITS), pomiary impedoncyjne i szumów, temperaturowa analizo fazowo, 
pomiary dyfuzyjności ciepła. 

http://rcin.org.pl
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